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0 данным ИК-спектроскопического исследовани 
:жуточное» положение между ТГСел-ДТГСел УДК 539.2.211 
зом, результаты изучения поглощения в инфра 
противоречат представлению об ответственное] 
-поляризованного состояния в кристаллах групп 
[ глициновых элементов, а также об увеличен» Белорусский государственный педагогический университет 
иую поляризацию группами ХУ4", по мере осу Уральский лесотехнический институт 
(ДТГФБ) -> ТГС (ДТГС) -> ТГСел (ДТГСел), Белорусский государственный университет 
1Вокупности различных микроскопических фак 
шкновению спонтанной поляризации, можЭ Э М И С С И О Н Н Ы Й Э Ф Ф Е К Т П Р И П Е Р Е П О Л Я Р И З А Ц И И 
в кристаллах группы ТГС и их дейтернрован! КРИСТАЛЛОВ TGSW 
личной подвижностью, существование которьв 
ти, усложненным характером исследовании! D м0"°Д0менн0М сегнетоэлектрике любое скалярное или векторное 
й упругой податливости и пьезоэлектрически! в о з д е й с т ш | е ПРИВОДИТ к нарушению исходной зарядовой компенсации и 

появлению деполяризующего поля. В случае свободной поверхности такое 
уководству института физики АН Республики э л е к т Р о с т а ™ ч е с к о е п о л е вызывает туннельную электронную эмиссию с 
ро возможность проведения эксперимента f П0ЛЯРНЫХ с Р е з 0 В кристалла. Явление эмиссии электронов наблюдалось в 
элезные советы в постановке эксперимента « У с л о в н я х ПИР°" и пьезоэффекгов, а также при переключении спонтанной 
штатов. поляризации [1-3]. Обнаруженный эмиссионный эффект дает возмож-

ность исследования динамики образования и релаксации деполяризующе-
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исследования свойств сегнетоэолектриков. Тезисы кристаллизации {4]. Степень замещенности [SOJ2" на [W0412- в растворе 
конференции по физике сегнетоэлектриков Уж- с о с т а в л я л а 1 0 и 3 0 м о л ь % -

Изучение экзоэлектронной эмиссии при переполяризации кристаллов в 
„ синусоидальном электрическом поле частотой 50 Гц проводилось однов-

шльчук ., Кременчугский Л.С., Музалевс- ременно с контролем процесса переключения по петлям диэлектрического 
/ / ФТТ. 1969. Т.Н. № 9. С.2453—2458. гистерезиса на установке описанной в [3J, что позволило изучать явление 
Ivanov N.R., Galanov Е.К. //Proc. Internat. Meet, переполяризации на свободной от электрода поверхности. Эмиссионный 
Vol.1. Р. 125. ток регистрировался с полярных Г-срезов образцов размерами 5x5x0,5 мм. 

166. Vol.45. Р.275. Результаты для образцов одного и того же состава устойчиво воспроизво-
Д , Шувалов Л.А., Иванов Т Р. / / Изв АН СССР ди£."сь-
2 С 246—2 "0 1 Типичные зависимости плотности эмиссионного тока от напряженности 

~VJ электрического поля представлены на рис. I. Установлено, что при дости-
Е.К., Шувалов Л.А. / / ЖОПС. 1968. Т.24. № 1 женни некоторой величины порогового поля Еп с поверхности образцов 

кристаллов TGSW возникает эмиссия электронов. Величина Еп у крисгал-
1 В.А., Кременчугский Л.С. / / Кристаллография. л о в T G S W больше, чем у TGS, и возрастает с увеличением степени за-
II | . мещенносги группы S04 на W04. При дальнейшем увеличении поля наблю-
kapski A.S. / / Ferroelectrics 1974 Vol 8 Р 479 ^ ^ > т е л И ч е н " е П-Т,ОП,ОСТИ эмиссионного тока у, которьи! при некотором 

1 значении поля Еи достигает насыщения, причем значение Еи увеличивается с 
уьгличением степени замещения. Плотность тока насыщения монокристаллов 
TGSVV увеличивается с уменьшением степени замещения S04 на VV04. 
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- на участке III величина PS возрастает незначительно, что обуславливает 
аналогичное поведение эмиссионного тока. 
Наблюдаемое в процессе переключения кристаллов TGSW экзоэлектрон-

ная эмиссия возникает с поверхности, имеющей практически постоянную 
во времени плотность поверхностного заряда, так как экранированием 
заряда за счет объемной проводимости и эмиссии электронов с поверхнос-
ти кристалла можно пренебречь [6J. Представляет интерес исследование 
зависимости параметров экзоэмиссии при изменении плотности поверх-
ностного заряда Др. Плотность заряда на свободной поверхности переклю-
чающейся части кристалла численно равна удвоенной величине спонтан-
ной поляризации 

Ар = 2 Р г . • (I) 
Так как PT изменяет свое значение в зависисмости от температуры, 

нами были проведены эксперименты по изучению экзоэлектронной эмис-
сии кристаллов при переполяризации в зависимости от температуры 
(рис. 2). При повышении температуры интенсивность экзоэмиссии посте-
пенно снижается и исчезает в области фазового перехода, что хорошо 
коррелирует с зависимостями PT(T) (рис. 3). 

КГ'2 А/см2 

Е, В/см 

Рис.1. Зависимости j(E) монокристаллов TGSW, выращенных при Т — 35°С 
из растворов с 10 — 1 и 30 мол.% H2W04 — 2. Температура изме-
рения 25 °С 

Наблюдение петель диэлектрического гистерезиса позволило устано-
вить взаимосвязь интегрального эмиссионного тока с процессом переполя-
ризации: 
- эмиссия электронов возникает с началом процесса переполяризапии 

(определяется пороговым нолем £п), что доказывается наблюдением не-
насыщенной петли гистерезиса, участок I; 

- на участке II с нарастанием поля постепенно увеличивается плогносП 
эмиссионного тока, что сопровождается увеличением петли гистерезиса. Та* 
хак эксперимент проводился в изотермических условиях, поверхностна^ 
плотность переключенного заряда является константой. Тогда наблюдаем» 
увеличение эмиссии при постоянной плотности потока электронов мож^ 
быть обусловлено ростом площади, с которой эмиттпруются электроны 
Действительно, согласно [5] увеличение переключающего поля приводит К 

20 30 40 50 Т, "С 
' i J '*"*"v HV^iviiuiuxuuawu i IVA/Ш 1фИЬиД111 r 

росту переключаемого объема и, соответственно, площади переключаемой 
части образца, как за счет количества переключаемых доменов, так и за Fuc 7 Зависимости j( Т) монокристаллов TGSW,выращенных при Т =35 °С 
счет их роста в течение полупериода цикла переключения: и з р а с т в о Р ° в с 10 - 1 и 30 мол.% H2W04 - 2 
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л . 
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Тогда окончательно 

т е плотность эмиссионного тока при переполяризации кристаллов TGSW 
определяется величиной и поведением Р„ что хорошо согласуется с экспе-
риментальными результатами. 

20 30 40 50 т, °с 

из растворов с 10 — I и 30 мол./ H2W04 - 2 

Е=-
Ар 

И 
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Рис. 3. Зависимости Р% (7) монокристаллов TGSW, выращенных при Г =35 °С 
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Согласно (7J напряженность электростатического поля в пространстве 
кристалл - детектор, которое определяет эмиссионную активность сегне-
тоэлектрика: 

(2) 

где Е - диэлектрическая проницаемость кристалла, d - толщина образца, 
а - толщина зазора кристалл — детектор. 

Учитывая (1) получим: 

2 Р. 

Согласно [1] плотность эмиссионного тока j определяется величиной поля 

j«f{Ea). (4) 
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ВЛИЯНИЕ И О Н О В РУБИДИЯ НА Д И Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е II 
П О Л Я Р И З А Ц И О Н Н Ы Е ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОНОКРИСТАЛЛОВ ТГС 
Введение примесей внедрения, в частности, ионов металлов, в кристал-

лы триглиш'нсульфата (ТГС) оказывает существенное влияние на их фи-
зические свойства. Например, добавки иоиов Си, Сг, Fe, Ti значительно 
уменьшают диэлектрическую проницаемость, спонтанную поляризацию, а 
также ширину сегнетоэлектрических доменов 11-4J. 

Введение в кристалл ТГС примесей железа ведет к возникновению 
внутреннего поля смещения, что незначительно расширяет область сущест-
вования спонтанной поляризации [5]. Установлено также, что при введе-
нии в кристалл ТГС ионов платины, области с достаточно большой кон-
центрацией примеси находятся в стабильном униполярном состоянии. 

Таким образом, ионы металлов могут использоваться при росте крис-
талла дл: модификации его свойств. В данной работе проанализировано 
влияние примеси ионов рубидия на диэлектрические и поляризационные 
характеристики кристаллов чистого и легированного L-a-аланином триг-
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